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Tabela 1. Pomiar charakterystyk przejściowych tranzystora JFET....................:
I D = f(UGS) przy UDS = const.

ID [mA]
UDS (1) = ..........

UGS [V]

ID [mA]
UDS (2) = ..........

UGS [V]

Tabela 2. Pomiar charakterystyk wyjściowych tranzystora JFET.....................:
I D = f(UDS) przy UGS = const.

UGS (1) = ............................ UGS (2) = ............................ UGS (3) = ..............................

ID [mA] U DS [V] I D [mA] U DS [V] I D [mA] U DS [V]
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Tabela 3. Pomiar charakterystyk przejściowych tranzystora MOS.......................:
I D = f(UGS) przy UDS = const.

ID [mA]
UDS (1) = ..........

UGS [V]

ID [mA]
UDS (2) = ..........

UGS [V]

Tabela 4. Pomiar charakterystyk wyjściowych tranzystora MOS.........................:
I D = f(UDS) przy UGS = const.

UGS (1) = .............................. UGS (2) = .............................. UGS (3) = .............................

ID [mA] U DS [V] I D [mA] U DS [V] I D [mA] U DS [V]

Opracowanie wyników.

1. Wykreślić pomierzone charakterystyki przejściowe i wyjściowe badanych tranzystorów.

2. W oparciu o charakterystyki przejściowe określić wartości napięć UP oraz UT.

3. Na podstawie wykonanych charakterystyk obliczyć w wybranych punktach pracy (min. trzech)

parametry dynamiczne gm, gds.

Do sprawozdania naleŜy dołączyć sporządzone wykresy, przykładowe obliczenia

oraz wnioski.


